Alg%: AD3V

HBANSEIRERSE M-UNIT

A/DET 1823

(16017070 BZRE

FTEHEESE

« RERBAGSRERSHRNTTRERLIIEAIETR
o B BT BCD, &GS, 188 - 200/ #

- ML ERAE T EEREBRERN CMOS

o W ST DR AL A 75 B B R E U BUR

o BRI B E

- RFERETEO.15 ~ 60 0 2 B H%E

FEFRBI
« BELERE B PLC ZBNNE
« BILERB AR BB RSN

B85 AD3V-[1][2]-[31[4]

AEREESHE

o BUSRACHE: AD3V-[11[2]-[3][4]

SEZENHEDRBS (1]~ 4 EEREERERE -
(Bllgn: AD3V-S1C-M2/Q)
« IREEIRNAS /Q BB

(fln: /€01/S01)
- FEHEIBEMZE (No. ESU-1389) ABEITRE -
MRRBIEE BEALIBEERE -

[1] WA

ERMWA

Z1: % A8 0 ~ 50 mA DC (8 APE#: 100 Q)
EEHA

S1: 8 A#E -1 ~ + 1V DC (8/)# AR 100 kQ)
S2: B A#E -10 ~ +10 V DC (&/I & AR 1 MQ)
S3: #I A8 -30 ~ +30 V DC (&AM # 1 MQ)

[2] & H S SR A%
A: FEBER (NPN)
B: FEIBER (PNP)

[3] 4R ETR
ACER
M2: 100 ~ 240 V AC
(BN EEEEEE 85 ~ 264 V, 47 ~ 66 Hz)
DC &R
R3:12 ~ 24V DC
(B IEEEEE 10.8 ~ 26.4V, BAER 10 %p-p)
P: 110V DC
(B IEEREEE 85 ~ 150 V, &AL 10 %p-p)

[4] EI&
pas] = [

/Q: BEIR (REIEREET)

| EIER1E: Q (AEE)

BB (BMEANE - 52 M-System RI81E - )
/COT1: WBRE
/C02: BEFEEE
1C03: RIBEE
e A
/S01: A%

[FARES

o EEASREAm T (B5%: CNT)
« SRERR (B MCN26)

B

#18: #mAX(Plug-in)z&&
EmAN
B ARLATIR: M3.5 1244106 1
Eith: 26-pin $88 (OMRON XG4A-2634)

FEBCAYEHERR: OMRON XG4M-2630-T, XG5M-263x-N

4hZE: OMRON XG5S-2612
lin FiE%%: FRACH(AR%E) 3 A5
ShERMR: PRIARIRE (B E)
fREE MA-IE-ER B
EEh(zero)AEEEIE: -99.99 ~ 99.99 % (A H FHEE)
¥EE (span)iAR&E: -99.99 ~ 99.99 % (EATEFAE)
BRE: (AIEIZ R E)
o MHUE
« BETIHREY
 BIBARIE T
« BT
* POL/OVF i %8
« BRI TR
« HOLD A #is
« DAV B i1 # 85
« DAV & 5
- M EHE nERE

C: CMOS level - EfITTIME
«HE
HAANESE2EERRBE -
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Alg%: AD3V

T - EE L
EETEE ZI% LED 7 mm (.28"), 7 E& =, w HEARE: TR ERTHERES. WL BRERENE
FERNF R BEHR(DATA)EMD 4 (18 IEE (TEM)ERMS 2 181 BCD (&57%%%) (TR =& E]: -9999 ~ 9999)
PV B BRI AR i B TR () (TTREEE: -7FFF ~ 7FFF)
#2 I EE RN LED PSR . o {7 B T HEFIES (TR E#E: 0000 ~ FFFF)
ETEEN: WRETERSEARBELRR B rFEREE 2E9KE R (TR EEE: 8000 ~ 7FFF)
PL1 (POL) &57RJB: A& LED T EER=E R EETE (T2 &5 E: 0000 ~ FFFF)
PL2 (HOLD) #&7R{%: 41 LED £ HOLD =3 » ANMMITTE
o[22 8.10. 12. 14. 16 fiI 7T
— n SR
| B A RS . EEIRER
u DC EfRHEHA: 0 ~ 50 mA DC, et EEE W AR TR BEAEIR-SHEEE: 30V DC
EH (0.5W) RAEMER: 30 mA
BMATEESEEE: 0 ~ 70 mMADC (EBIASEES 100Q - 0.5 W L= EE:
- i5)) NPN f: 1.1V LR (B COM)
O[RREEE: PNP B 2.0V UF (IE COM)
« &/NAE: 0.1 mA DC H#t: 4.5V DC LU E
o B AFRERFBRE: 100 % WIARRE =0 % BIARE LEH: 05V DC LT
cHABEEREMAZLEZ 15~ +115% COM E: &(-) COM
n DC EE#HA m POL 8 (RESRAEME): fEF & O R E B 2R 8, B 0 (i 2 1)
i ACIREEEE: H=2E48E
S1:-115~ +1.15V DC m OVF il (&fiD): /A% oIk e i & LE, & L AERE L (E
$2:-11.5 ~ +11.5V DC s 4]
§3I -34.5 ~ +34.5V DC u DAV @il (BRNAR): A= IR EH T &, &) 1 ArEsis
OJRREEE: SRR
c MASE: s BRI AR ESFE M (odd) HBEMI(even)iRER, &L
S1:-1~+1VDC fir 2B = SR AR B

S2:-10 ~ +10V DC
S3:-30 ~ +30V DC

. B ZELIAIR
$1: 10m V.DC | f\;%jﬁ*“
$2:100m V DC BRI

*ACEIR: 4 10 VA

DC EiF: 294 W (24 V 1547 160 mA)
fERREHRE: -5 ~ +55°C (23 ~ 131°F)
fEFRESEE: 30 ~ 90 %RH (B4EE)
EIE: EEH ey DIN B8l

E5:2609 (0.57 Ib)

S3:100m V DC
o B ARRTERFPRHI: 100 % B ARRE =0 % BWIARE
cMABEIMAZFEZ 15~ +115%
m HOLD(fR¥H)E A TTL 1% (5V - CMOS fir #)
HEENEMNGS;
e EEE
{E(Low) BN S FE B IS R 15

S (High)E At B R R 15 | HEBE (EEMESLL)

% HEE R K5V, BEaFNE B AR, sink &7 0. -
(B EE: 495V, BBMEE: 1V UT, sink Ei77: 0.5 mA) HERE 101%

EBERBEEMBENS/NEE: JRELER 20 % MU LR
BE%E: £0.015 %/°C (£0.008 %/°F)

S ERRE: 16 17T

REERE:0.15 ~ 60 # (0—90%) (B % $# 52 1)
ERSINHE TEELEN 0.1 %

#E/EMEH: 100 MQ B E/500V DC

i} 8 B2: 2000V AC @173 8 (¥ A\ - -8B IR-A3th 2 )
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e
o

. AD3V

IRAEE RS

EU F&H:
EMC 5%

EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2

BERES

EN 61010-1

ZEAER
SARER 2

A B H-EBR 2 B (6484 (300 V)
WA-H L 2 EAEZ 300V)

RoHS #§%
DATA F&: = (PinKIEE)
ITEM E7~ . _ 1= 2
m SLOLC 26-pin 58 %
w/: ¥ y
PL2 (HOLD)isRE O EEl N .
ITEM&3E TEM  DATA | N
- T B [{) A »
DATA # A F i i
- Tamma v 25| | 26
— ———
BES
| SH—8
IPE AR ENIZRRERERERU NI RASR -
TEM E% DATA B R
P/L | N/A |-9999 ~ 9999 |[TEMO1 R 1 F5, LI S B 1 BB r 4 b (BEx ITEM 06/07 G & BI(E)
(FFFF= FFFF) ITEM 01 R 2 B LLEE/ T BRI Ms st b (ITEM BRETL)
BCD#5 sk _#EFIS (M%) ~ RE _EFIE - 200 % - BEB
01 1.2.3 DATA AR E B L5 1: B R EER 1
2. SO BRTE
3. {2 [TEM 24 O] &
02 | N/A 0~99 | 4rEEEE(ESFEET0) 0
0 F% 1. 7EERE 10 8% 15~ +115 % &E
03 | N/A | <150 ~115.0 | bl % BEm#A GUTEM 22/23 AT e B IET)
04 | 2 |-99.99 ~99.99 | 2i(zero) FE: (%) (428 ITEM 22 hHYR = 1E) 0.00
05 | 2 |-99.99 ~99.99 | B (span) 355 (%) (1438 ITEM 23 PR 1) 0.00
06 | 2 |-9999 ~9999 | BCD 0% MHERE " -1000
07 | 2 |-9999 ~ 9999 100 % GERiEsaE" 1000
06 | 2 | -7FFF ~ 7FFF | —iEH® 0% MHERE _7FFF
07 | 2 | -7FFF ~ 7FFF 100 % GRiEsaE " 7FFF
06 | 2 | 0000~ FFFF | RE _&HE 0% MEHERE " 0000
07 | 2 | 0000~ FFFF 100 % GHiEsEE " FFFF
06 | 2 | 8000~ 7FFF | 200 % 0% MMERT " 8000
07 | 2 | 8000 ~ 7FFF 100 % SERERE" 7FFF
06 2 0000 ~ FFFF | 2B 0% #EHEEE " 0000
07 | 2 | 0000~ FFFF 100 % fEpxiEseE " FFFF
08 2 0~99 FIMEIEERS R (7)) 5
09 2 0.1.2.3.4 | BARREEST 0: BCD (103!, #=F5%) 0
1: THEHIRS (RFER) 2. RE _EHIS
3: 2RI E 4 IBEE
10 2 0.1.2.3.4 | BUAMITTH 0
0:16 fiI7T 1: 1478 2. 1278 3: 10 fI7% 4 8 7T
1 2 0.1.2 BT E A N EE 0
0: N 1. ESEEENTERER 2 MEEEENSERER
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e
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. AD3V

ITEM EE% DATA E ISR E
12 2 0.1 ZEMI(odd)skBEfI(even)EiE (B E&H &t P High WEE) 0
0: ZFEMI (CMOS i1 %, FEBER(PNP)),
BRI (FAEMEIE(NPN))
1: BRI (CMOS i1, FEMEFE(PNP)),
FREMI (FEBEFE(NPN))
13 2 0.1 POL. OVF Eti#EEE  O: £ High (CMOS i) 5% ON (BAEBRER) KFERNBY 0
1: % Low (CMOS fi7#) s OFF (BIEBER) BERAENY
14 2 0.1 E i EeE 0: IE#&85 (CMOS i . BIEMBERE(PNP)) 0
B&E (FASEMER(NPN))
1. B %88 (CMOS 2. BEMERE(PNP))
IE#E8E (FAEBEE(NPN))
15 2 0.1 HOLD # A &#E 0: £ Low EBfIs 2 B RIF 0
1: £ High SISt BRI
16 2 0.1 DAV i it & g5 0: 7€ High (CMOS 1i7#) 5; ON (F£HHE ﬁﬂ) BENBAM 0
1: 7 Low (CMOS fir#) 5 OFF BIEMER) BRERBY
17 2 1~50 DAV B HFEE (ms) HEIREREEEMEBIN 50% (ITEM 20) 1
18 2 0.1.2.3.4.5 | BEFHEEE(10 ms/R) 1
O:;T%% 1:5% 2.8k 3:12F% 420K 536K
19 2 0.0 ~60.0 PR EHEEE (B0, BE 0 — 90% RYRERE) 0.5
* **"E/J\ECI‘Z%EA 0.1 B, RFERSRE% 0.15 %0 -
20 2 1~20 BHFHEL nREE (n: 1~20K) 1
21 2 0.1~60 EEE 0: BERN (RIDIEHEE 10
1~ 60: R (”f;)
22 2 -1.00 ~ 1.00 AL ST 0% BB AZE (V)" -1.00
23 2 -1.00 ~ 1.00 100% B8 ABEE (V) 1.00
22 2 -10.0 ~10.0 | BIALCHS S2 0% FBBMASE (V) -10.0
23 2 -10.0 ~10.0 100% BSEABE (V) 10.0
22 2 -30.0 ~30.0 | @ AHE S3 0% 8 AEE (V) -30.0
23 2 -30.0 ~ 30.0 100% S A B (V) ° 30.0
22 2 0.0 ~ 50.0 WAL Z1 0% BFEIAER (MA)” 40
23 2 0.0 ~50.0 100% FFEIA B (mA) 20.0
24 3 0.1 Y ERREE 0
25 N/A - ROM A -

*1.ITEM 04/05 ®EgERIEEE - ITEM 06 < ITEM 07
*2.ITEM 14 381758 ITEM 13,1586 16 »

*3.ITEM 22 < [TEM 23 ¢

M-SYSTEM CO., LTD. )
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[5\ER~TE Al mm [inch]
KEEER
(&)
N e
o = DIN B8, -
35mm &
< 2-045(18) <
° ZEETEA o
RE15(59)
g H
8-M35
b 16 = B it
50 (1.97) (63) 103 (4.06) 40(1.57)
55 (2.17) min. 123 (4.84) 133 (13)] 50(1.97)
. T EREE RN -
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|| O .
#E- AD3V
& FEEEE B mm [inch] |
HABSRER
(®%: REM)
1
STUIAE] ~
EEIE@ NS
OO OO
1ol )le
O O
alclliale
ﬂ[l“ﬂz
Bl
ERWABETA FEEERASRER
ERMEMNELZE
PL1 PL2
(POL) (HOLD)
o x &
2B A/D 8L,
U T A _*ﬁ@%%:> o | IS
N =
| 1 g8
P
+)
i EE
&)
EEERS
ERRABIRFE [R5 -

m RS

- CMOS fii# (5V-CMOS)

AD3V

H:45V I E
L:0.5V LR

- FEHRER (NPN)

AD3V

26- pm}xﬁﬁ

26-pintEiE

N B B R,
WA 518 }[U%U

BRAEMB-FHEEE : 30V DC
BAEHER 30mA
BAFNEEE 1 1.1V DC AT

- FEIBEER
AD3V

(PNP)

X
BRSNS

BRI R EEER, BE
’WJ R ARSI

1€ -
30V DC

BRAEBER : 30mA
ERAIEE :2 0V DC LT
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. AD3V

| Bt %58 (26-pin)

m BCD #it m_ET 289 S L
PIN 4R%% FS PIN 4R%% aFS PIN 4R%% FS PIN 4R%% S

1 1% 10° 17 COM " 1 B 17 COM ™
2 2x 10° 18 COM () 2 B’ 18 COM (=)
3 4% 10° 19 OVF 3 B 19 OVF
4 8x 10° 20 POL 4 B 20 POL
5 1x 10’ 21 DAV 5 B 21 DAV
6 2x 10’ 22 HOLD *? 6 B 22 'HOLD *
7 4% 10’ 23 po 7 B 23 po
8 8x 10’ 24 p’ 8 B’ 24 P’
9 1x 10 25 P 9 B 25 p?
10 2x 10? 26 P’ 10 B 26 p:
11 4% 10° 11 B™
12 8x 10? 12 B"
13 1x 10° 13 B’
14 2x 10° 14 B"”
15 4% 10° 15 B™
16 8x 10° 16 B™

*1. FEBE(NPN)AM CMOS IZEH B4 COM(-) ; FREMRERE(PNP)&E LSS COM(+) -

*2.HOLD EsBEmA, EthE5t A0
*3. POHIFER n x 10° P $/BR n x 10", PP HER nx 10°, PP HER nx 10° - ERAFMBHFTSERRBE P ~ P EY -

*4. P° $IFERS B® ~B’, P #IFERS B* ~B', P* ¥ FEA B® ~B'", P’ #/EHL B ~B" -

E) B ITEM 10 WAMALTHRE S 1430 12:10, 8)85, PIN #485% 1 - 1430 1-12.1-10.1-8)BX °

BEE
L EH AL 10 ms *
o ¥ 1 ms ** j
ERE X J e X )C
HOID # A

HOLD @A B E R L FLE -
DAV £ DATA & H BRfES# Lt -

* RBEMNAE, FE 5 ~ 20 ms BIfEEE
MEIEIR ITEM 17ETEE -

=R BRITEM20 RER'N"R

SRAMERFSBRBRP ~ P EL -
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Alg%: AD3V

(A B O |

- FS
1 0% 8 AR E(TEM 22)F1 100% 8 AR R(TEM 23) 82108 AGE (0 ~ 100%) #—H AR -15% H9"-FS" B +115% HI"+FS" -

* OVF

2 NOINRAAE— B IR, #5388 a7 (OVF) -

1) BWAERBL -FS 7 +FS SER -

2) EBNE(=WHER)Bh I SRR ER -

RE L ARTS RO, BUREE Rt AR AR - I, MMRZEFHFFIEAY BCD 4, A7 -9999 ~ 9999 - i MIANBFLREARAS -

m BCD. Z#HI5S (FR5R)

i HH EGVE Tfan)

T 11 o

POL MSB LSB

n REES. 2098 s

— o 4 AL E A
3 7 | oo

T 0 11

POL MSB LSB
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. AD3V

| E R A F BB AT %

Hi A Lo R/RBEAI%E - SEREE L

° (ITEM 12 = [12; ITEM 14 = [14)

u FEBER (NPN) m CMOS i FEREIR (PNP)
« [E#E#E 114:1,Lo: &, Hi: B « [E#E# 114:0,Lo: 1A, Hi: B
&l 8 4 2 1 SR o 8 4 2 1 il
BENI 112 : 0|25 RN 11221 HEAI112:0|BREAI112:1

0 lo | Lo | Lo | Lo Lo Hi 0 lo | Lo | Lo | Lo Hi Lo
1 lo | Lo | Lo | Hi Hi Lo 1 Lo | Lo | Lo | Hi Lo Hi
2 Lo | Lo | Hi | Lo Hi Lo 2 Lo | Lo | Hi | Lo Lo Hi
3 Lo | Lo | Hi | Hi Lo Hi 3 Lo | Lo | Hi | Hi Hi Lo
4 Lo | Hi | Lo | Lo Hi Lo 4 Lo | Hi | Lo | Lo Lo Hi
5 Lo | Hi | Lo | Hi Lo Hi 5 Lo | Hi | Lo | Hi Hi Lo
6 Lo | Hi | Hi |Lo Lo Hi 6 Lo | Hi | Hi |Lo Hi Lo
7 Lo | Hi | Hi | Hi Hi Lo 7 Lo | Hi | Hi | Hi Lo Hi
8 Hi | Lo | Lo | Lo Hi Lo 8 Hi | Lo | Lo | Lo Lo Hi
9 Hi | Lo | Lo | Hi Lo Hi 9 Hi | Lo | Lo | Hi Hi Lo
10 Hi | Lo | Hi | Lo Lo Hi 10 Hi | Lo | Hi | Lo Hi Lo
11 Hi | Lo | Hi | Hi Hi Lo 11 Hi | Lo |[“Hi | Hi Lo Hi
12 Hi | Hi | Lo | Lo Lo Hi 12 Hi | Hi | Lo | Lo Hi Lo
13 Hi | Hi | Lo | Hi Hi Lo 13 Hi | Hi | Lo | Hi Lo Hi
14 Hi | Hi | Hi |Lo Hi Lo 14 Hi | Hi | Hi |Lo Lo Hi
15 Hi | Hi | Hi |Hi Lo Hi 15 Hi | Hi | Hi |Hi Hi Lo

- BEE114:0,Lo: B, Hi: & - BIEIE 114:1,Lo: &, Hi: &

DATA | 8 |4 | 2 | 1 > DATA. |8 | 4 | 2 | 1 SRR
BENI112: 0|ZF RN 112 : 1 HEAI112:0|BREAI112:1
0 Hi | Hi | Hi |Hi Lo Hi 0 Hi | Hi | Hi |Hi Hi Lo
1 Hi | Hi | Hi |Llo Hi Lo 1 Hi | Hi | Hi |Llo Lo Hi
2 Hi | Hi | Lo | Hi Hi Lo 2 Hi | Hi | Lo | Hi Lo Hi
3 Hi | Hi | Lo | Lo Lo Hi 3 Hi | Hi | Lo | Lo Hi Lo
4 Hi | Lo | Hi | Hi Hi Lo 4 Hi | Lo | Hi | Hi Lo Hi
5 Hi | Lo | Hi | Lo Lo Hi 5 Hi | Lo | Hi |Lo Hi Lo
6 Hi | Lo | Lo | Hi Lo Hi 6 Hi | Lo | Lo | Hi Hi Lo
7 Hi | Lo | Lo | Lo Hi Lo 7 Hi | Lo | Lo | Lo Lo Hi
8 Lo | Hi" | Hi | Hi Hi Lo 8 Lo | Hi | Hi |Hi Lo Hi
9 Lo | Hi | Hi | Lo Lo Hi 9 Lo | Hi | Hi |Lo Hi Lo
10 Lo | Hi | Lo | Hi Lo Hi 10 Lo | Hi | Lo | Hi Hi Lo
11 Lo | Hi | Lo | Lo Hi Lo 11 Lo | Hi | Lo | Lo Lo Hi
12 Lo | Lo | Hi | Hi Lo Hi 12 Lo | Lo | Hi | Hi Hi Lo
13 Lo | Lo | Hi | Lo Hi Lo 13 lo | Lo | Hi | Lo Lo Hi
14 lo | Lo | Lo | Hi Hi Lo 14 lo | Lo | Lo | Hi Lo Hi
15 lo | Lo | Lo | Lo Lo Hi 15 lo | Lo | Lo | Lo Hi Lo
[ /\ AEmAEY - KRB TE - }
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